
2．主旨

さらなる高速化を追求しつつ、消費電力を大幅に低減するLSI技術は、21世紀の高度情報化社会を支えるキ

ーテクノロジーである。 今後の環境問題、エネルギー問題、高齢化問題を解く鍵ともなる一方で､0.1μm以

下への微細化はこの問題の解決

なしには困難でもある。

本研究会では、デバイスプロセスと回路システムの両面から､LSIの超低消費電力化にとりくむ。 適正な規模

の会合で密な討論を行い、諸問題の掘り下げ、解決法の模索、今後の方向性などについて、国際的な視野に立

って意見交換を行う。

3．その他

年会費 ：30万円

定員 ：最大10社、1社2人まで（理想的にはプロセスデバイス系、設計領域各1名）

運用方法 ：年2回程度研究会を開催予定

毎回、会員内外より講演を募り、それについての質疑応答を含めた議論を行うという形式で進行

し、懇親会を併設して相互の情報交換を促進する一助とする。
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